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گاما بر خواص اپتیکی فیلم نازک اکسید روی تهیه شده با روش پرتو اثر  

 کندوپاش پلاسمایی

متفاوت  مدتدو ها را برای یم و لایهلایه نشانی کرد ایهرا روی زیرلایه شیش اکسید رویدر این تحقیق با روش کندوپاش  -چکیده 

توپولکویی سک ب بکه کمک   نیک  به کمک  اسکپکتروفوتومتر و Visible-UVقرار دادیم. سپس طیف  60Co در معرض اشعه گامای

–۲۷۵ها بیشترین مقدار جذب را برای بیشترین زمان تابش در بازه طول موج تحلیل طیف .را تهیه کردیممیکروسکوپ نیروی اتمی 

 . مشاهده شد نانومتر  ۲۸۰–۳۰۰ دار عبور نور در بازه طول موجو بیشترین مق نشان دادنانومتر  ۲۵۰

 اکسید رویگاما، پرتو ، ها: کندوپاش، لایه نازککلیدواژه

 

Effect of γ irradiation on the optical properties of ZnO thin film 

prepared by plasma sputtering 

Abstract- In this research work, ZnO thin film is deposited on a glass substrate. The films are exposed then to γ-rays 

from Co60 for two different periods. UV-Visible spectra of the exposed films are obtained by spectrophotometer and 

their surface topologies are obtained by an AFM(Atomic Force Microscope). The analysis of the spectra shows that the 

maximum absorption is occurred in 250-270 nm wavelength range and corresponds to the longer irradiation time, while 

maximum transmission occurs in the range of 280-300 nm for the same irradiation period. 

 

Keywords: Sputtering, thin film, γ-ray, ZnO 
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 مقدمه

که به دلیل  است nیک نیم رسانای نوع  ZnOاکسید روی یا 

شفافیت، رسانش بالا و گاف نواری پهن به عنوان الکترودهای 

و دیودهای نوری مورد  شفاف در نمایشگرها، ترانزیستورها

گیرد. این ماده دارای نقطه ذوب ، جوش و استفاده قرار می

 .[1–3]ظرفیت گرمایی بالایی است

ز نشانی فیلم نازک وجود دارد ا های متفاوتی برای لایهروش

تبخیر حرارتی، اسپری پایرولیز، های می توان به روشجمله 

از روش کندوپاش .[4–6]اشاره کرد و کندوپاش حمام شیمیایی

در این [. ۷و8برای لایه نشانی اکسید روی  استفاده شده است]

 اکسید رویاز روش کندوپاش برای لایه نشانی ما نیز تحقیق 

از تابش اشعه  اکسید رویبعد از لایه نشانی کنیم و میاستفاده 

اپتیکی و ساختاری آن را  استفاده کرده و خواص 60Coگاما 

 .کردیم بررسی

 روش انجام آزمایش

درصد  99/99خالص  Znاز  اکسید رویبرای تهیه فیلم نازک  

استفاده شده است. لایه نشانی با سیستم کندوپاش پلاسمایی 

ل انجام شده است. برای تشکی MECA-2000مگنترونی 

 ℃در دمای  =70Arو  2O=30اکسید روی از درصد ترکیبی 

زیرلایه شیشه استفاده کردیم. لایه نشانی اکسید روی بر   ۲00

نانومتر انجام شده است.   150روی زیرلایه با ضخامت در حدود 

بعد از لایه نشانی زیرلایه ها را در شرایط یکسان در بازه های 

با  60Coدقیقه در معرض تابش اشعه گاما  30و  15زمانی 

دانشگاه آزاد اسلامی در  Gy 40/1شار و  μCi 9/1قدرت 

-UVقرار دادیم. از دستگاه اسپکتروفوتومتر واحد تبریز 

Visible   مدل Perklin Elmer  برای سنجش طیف های

 نانومتر 1۲00تا  ۲00عبور و جذب نور در گستره طول موج 

 Araین از میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده کردیم. همچن

Research Co Nano Experts  برای توپولوژی سطح

 استفاده شده است.

 نتایج و بحث

 

 

 

در بازتابی )ج( و جذب )ب( وری، بع)الف( طیف  نمودار :۱شکل 

 های مورد مطالعهبازه نور مرئی برای نمونه

، نمودار لایه نازک مورد مطالعه ویژگی های اپتیکی برای بررسی

گستره طول موج در نور را  طیف عبوری، جذبی و بازتابی

قسمت های نطور که در همانانومتر رسم کردیم.  350–۷50

 350طول موج مشاهده می کنیم  در  1شکل )الف تا ج( 

دقیقه بیشترین  30نانومتر برای نمونه با تابش اشعه گامای 
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مقدار جذب و کمترین مقدار عبور نور را داریم که نشان دهنده 

برهمکنش قوی نور تابشی با الکترون های ماده است. تا طول 

با شیب تند صعودی برای طیف عبوری و نانومتر  380موج 

شیب تند نزولی برای طیف جذبی روبرو هستیم و بعد از این 

 شود.طول موج شیب نمودارها کم می

و  جذبی ،طیف عبوریبه ترتیب های )الف تا ج( قسمت ۲شکل 

نانومتر را نشان  ۲50–400نور در بازه طول موج  بازتابی

–۲85در بازه طول موج کنیم همانطور که مشاهده میدهد. می

که در حالی یابدضریب جذب با نوساناتی کاهش مینانومتر  ۲50

می و مخصوصا ضریب بازتاب با نوساناتی افزایش ضریب عبوری 

یابد. البته میزان افزایش ضریب عبوری در این بازه طول موج 

جذب و  بسیار ناچیز است. بیشترین مقدار کاهش ضریب

این  .دقیقه است 30ضریب بازتاب به مدت تابش دهی افزایش 

انرژی کاهش اندازه ذرات و افزایش گاف  توان بهنتایج را می

 340وج حوالی طول مظاهر شده در نسبت داد. قله های 

)الف( و طیف های بازتاب  ۲نانومتر در طیف های جذب شکل 

 شود.مربوط می ZnO)ج( احتمالا به گاف انرژی  ۲شکل 

 

 

 

در  بازتاب)ج( جذب و )ب( ، عبوری)الف( نمودار طیف : ۲شکل 

 بازه نور فرابنفش برای نمونه های مورد مطالعه

تأثیر تابش  3برای بررسی توپولوژی سطح نمونه مطابق شکل 

)الف و ب( به   3 شکلگاما بر روی لایه نازک را مطالعه کردیم. 

تابش پرتو گاما و بدون تابش با  سطح نمونه توپولوژیترتیب 

 را نشان می دهد. پرتو گاما

 

 )الف(

 

 

 )ب(

 

 )ج(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 o

ps
i.i

r 
on

 2
02

5-
07

-1
5 

] 

                               3 / 4

http://opsi.ir/article-1-2073-fa.html


کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،  دوازدهمینکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و  ششمین بیست و

 1398بهمن  16-15، ایران، تهران، خوارزمیدانشگاه 

408 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله درصورتی دارای اعتبار است که در سایت 

 

 

 

 )ب(با تابش پرتو گاما و )الف( توپولوژی سطح نمونه : 3شکل 

  بدون تابش پرتو گاما

 کنیم در نمونه مورد مطالعه با تابش پرتو گامامشاهده می

نمونه بدون تابش در نانومتر و  8/14۲نانوساختارهایی با ابعادی 

 .   نانومتر داریم 151 گاما نانوساختارهایی با ابعاد

 نتیجه گیری 

وی را بر روی زیر لایه در این تحقیق لایه نازکی از اکسید ر

شیشه ای به روش کندوپاش لایه نشانی کردیم و تأثیر تابش 

دهی پرتو گاما را بر روی توپولوژی سطح و خصوصیات اپتیکی 

 در حدود . مشاهده شد که لایه ای به ضخامتآن مطالعه کردیم

ای ایجاد شد که بیشترین نانومتر بر روی زیرلایه شیشه 150

ستره طول موج محدودی بعد از تابش دهی مقدار جذب را در گ

                           گاما نشان داد.
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